
information _ 
KP 306 A,KP 306 B, KP 306 W Wrr 
Herstellerland: UdSSR 

Übersetzung , bearb. 

Feldeffekt-Kleinleistungstransistoren 

Allgemeines 

Die Transistoren KP 306 A, KP 306 B, KP 306 W sind planare Silizium-PFeldeffekttransistoren mit zwei 
isolierten Gates und n-Kanal (Verarmungstyp). 

Sie sind vorgesehen für Verstärker- und Mischerschaltungen mit hohem Eingangswidersteanüd im HF- und 
NFP-Bereich in Geräten für allgemeinen Einsatz. 

Bauform: A 4/15-48 nach TGL 11 811 bzw, 

C 22-2 nach TOL 39 546 (hermetisches Metallgehäuse mit biegsamen Anschlüssen) 

Betriebstemperaturbereich: -60 °C bie +125 °C 

Masse; max, 1,0 g 
S0UurGe ® 

Substrat 

Bild 1: Bauform KP 306 A — KP 306 W



Grenzwerte (tamp = =60 ... #+125 °C) 

Gate 1-Source-Spannung Veismax * 20V 

Gate 2-Source-Spannung Ugognax 20 V 

Gate 1-Drain-Spennung Ve1tDuax 20 V # 

Gate 2-Drein-Spannung Vospmax 20V 

Oate 1-0ate 2-Spannung Ugj02max 257 

Drain-Source-5panmnung UD_ 20 V 

Drainstrom _- 20 mi 

Verlustleistung . y ° 450 m 
(bamp = 760 404 +35 °%) 

1) zm Tomperaturbereich von Sand - +35 «00 +125 °C ginkt die Verlustleistung linear auf 50 m. 

Einsatshinweise 

Die Anschlüsse können in einem Minimalabstand von 5 mm vom Gehäuse und einer Maximaltemperatur von 
260 ° gelötet ‘werden. Die Lötdauer darf dabei 3 s nicht Überschreiten. 

Während der Handhabung des Transistors ist zu sichern, daß keine statischen Aufladungen und Impuls- 

Spannungen mit einer Amplitude über 30 V auftreten. 

Vor dem Beginn der Arbeit mit dem Transistor ist es notwendig, einen Schutzring anzulegen, der mit 

einem Widerstand zwischen 0,5 - 20 MOhm geerdet ist. 

Vor und während der Montage a0llen die Transistorenschlüsse verbunden (kursgeschlossen) sein. 

+ C Elektrische Konnwerte ( für tam, =.25 *10 %C ) 

« Meßbedingungen 

Kenngrößen Kurz=- Ein- U, Ü 1 z 
zeichen . | min. niex. |hneit x A, D 

G25° 
Y v Hz 

Vorwärtssteilheit Yo45 3 8 mA/Y 15 10” 5 107 
(für Gate 1) 

Vorwärtssteilheit | Yoıg 2 - mi/v | 15 10 5 - 
(für Gate 2) 

Drain-Reststrom IDS(DH] - 5 ‚mh 15 10° - - 

Gate 1-Restatrom 16188 - 5 E 0 20 - - 

Gate 2-Restatron 102858 - 5 E1 0 20 * - - 

Gate 1=Source- Vos 15 10° - .. 
Spannung 

KP 306 A -0,5 0,5 Y 

KP 306 B o 2 v 

KP 306 W -3,5 o Y 

Abachnürspennung Urg - 15 10° 0,091 - 
(Gate 1) 

KP 306 A, KF 306 B - - x 
KP 306 W - ä Yr 



1787 (10) } EF 306 A = W 

Fortsetzung 

Elektrische Kemnwerte ( für , = 25 %10 %} 

Meßbedingungen 

Kenmngrößen Kurz- Ein- V, U, F 
zeichen | min, max, | heit s Yeis %D 

” G25% 
v v N Hz 

Eingengskapazität C4g - 5 pP 20 210° 5 107 

Rückwirkungs- c - 0,07 20 10° 5 107 
kapazität 128 . * 

Eingangswiderstend R.„s 12 80 kOhnm 15 10% 5 E 107 

Rauschfektor r - T aB 20 10° 5 2 + 109 

Grenzfrequenz der £. 800 - Miz - - - - 
Leistungsverstär- P 
kung {GP = 0 dB) 

Die folgenden Kurvenderstellungen sind typilsche Verläufe und tragen rein informativen Charakter. 
Die Angabe der 95 %-Grenzen dient der Verdeutlichung der möglichen Streubreite ( — typiasche 

Abhängigkeit; - =-=-= =Grenzen der 95 %-Verteilung). 
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Bild 2: Typische Übertragungskennlinien 

8) für Gate 1 (Ug,g = const,) 
b) für Gate 2 (Ug;g = const.)



Unps=15V 
® UG28 = 12V 
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RBild 3: Steilheit in Abhängigkeit 

&) vom Drainstrom 

b) von der Umgebungstemperatur 
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Bild 4: Zingangskapazität in mA 

Abhängigkeit ; n 

a) vom Drainstrom &l 7 brn 

b) von der Gate 2-Spanmumg ä 10 ® 20 30 
c) von der Drain-Source-Speannung 
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Bild 5: Rückwirkungskapazität in Abhängigkeit 

&) vom Drainstrom 

/ b) von der Drain-Source-Spannung 
c) von der Gate 2-30urce-Spannumg + 
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Bild 7: Rauschfaktor in Abhängigkeit 

a) vom Drainstrom 

von der Gate 2-Source-Spannung 
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IN Vypuska is techniGeskich uslovii na Trunlllt t1] 
KP 306 A, KP 306 B, KF 306 W SE 
3.365.008 TU 
(Auszug aus _ den Technischen Bı die Transistoren 
vom Typ KP 306 A, Kr:wfin‚tcv W: 3.365005'.'B) 

“ Blorg, Moskva 

® Die Datenbiktter dienen 

&o hönnen derase kanne Kchlaften or Prodeklenrerbnd. 
e am Sinne des technd- 
‚schen Fortschritis sind vorbehalten 

Taelafon: 580 05 21, Telex: ON 2981; 011 3055 


